DİNİSTORLARIN TƏDQİQİ
İşin məqsədi

Dinistorların volt-amper xarakteristikalarının (VAX) eksperimental çıxa​rılması və bu xarakteristikalar üzrə həmin cihazların parametrlərinin təyini.
Laboratoriya işinin aparılması üçün avadanlıq

Laboratoriya işi yerinə yetirilən zaman LQ-1 laboratoriya qurğusundan istifadə olunur. Qurğunun üz tərəfində dinistorun VAX-nın tədqiqinin sxemləri verilir. Sxemdə qısa-qapayıcı bəndlərin və nəzarət–ölçü cihazlarının (milliampermetrin, voltmetrin və ossiloqrafın)  qoşulması üçün düyünlər nəzərdə tutulmuşdur. Dinistorun VAX-nın tədqiqi sxemində qida gərginliyi uyğun potensiometrlərlə həyata keçirilir. 
Nəzəri hissə 

Güclü yarımkeçirici cihazlar böyük işçi cərəyan və gərginliklərdə işləyirlər. Belə cihazlar üçün böyük sahəyə malik p-n keçiddən (1 sm-ə qədər və daha çox) istifadə edilir. Bu cihazların tətbiqində istilik ayrılması müəyyən əngəllər törədir. Güclü yarımkeçirici cihazlardan biri tiristordur. Tiristor üç p–n keçidi olan yarımkeçirici cihazdır. Onun iki dayanıqlı   vəziyyəti olur: açıq və bağlı vəziyyətlər. Tiristorlar iki əsas qrupa bölünürlər: ikielektrodlu diod tiristorlar– dinistorlar və üçelektrodlu triod tiristorlar – trinistorlar. Bundan başqa dəyişən cərəyanları kommutasiya etmək üçün xüsusi növ simmetrik tiristorlar – simistorlar hazırlanmışdır. Tiristorları başqa cür idarə olunan ventillər də adlandırırlar.

Dinistor. p-n-p-n strukturlu qatlara malik (şək. 1,a,b) diodun iş prinsipinə baxaq. Dioda çox böyük olmayan U gərginliyi (müsbət qütbü p1-qatına, mənfi qütbü n2-qarına) verildikdə cərəyan şəkildə göstərilən ox istiqamətində axacaqdır. p1-n1  və p2-n2 keçidləri düz, n1-p2 keçidi isə əks istiqamətdə işləyəcəklər. Beləliklə, bir cihazda iki tranzistorun kombinasiyası alınır (şək. 1,c,ç). Tranzistorun biri p1-n1-p2, digəri n1-p2-n2 struktura malik olur. p1- n1 və p2-n2 qatları emitter, n1-p2 keçidi kollektor keçidi adlanır. Daxili n1 və p2 qatları baza adlanır. 

Kollektor keçidi əks istiqamətdə işlədiyi müddətdə bütün U gərginliyi bu keçiddə ayrılır və dinistorun cərəyanı bu keçidin əks cərəyanı olur. Şək.1,ç-dəki hər iki tranzistor qırılmış baza üzrə qoşulmuş olurlar. U gərginliyinin artması ilə  kollektor keçidində ionlaşma (zərbə ilə) artır. Gərginliyin, açıcı gərginlik adlanan müəyyən 
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qiymətində kollektor keçidinin deşilməsi baş verir və VAX mənfi meyllik alır, yəni cihazın diferensial müqaviməti mənfi olur. Nəticədə, cihazda gərginlik azalır, cərəyanın artması ancaq xarici yüklə məhdudlaşır. Bu anda dinistordakı gərginlik düşgüsü minimuma çatır. Sonra isə qatların omik müqavimətlərində gərginliyin düşməsi hesabına cərəyanın artması ilə gərginlik düşgüsü zəif olaraq artmağa başlayır. Bu, tranzistorların biri-birilərini doyma vəziyyətinə keçirməsinə ekvivalent olur. Dinistordan axan cərəyan müəyyən kritik qiymətindən-  
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saxlama cərəyanındın az olduqda n1-p2 keçidi yenidən bağlanır.
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Şək.1.

Dinistorun VAX-ı şək.2- də göstərilmişdir. Dinistorun anoduna mənfi, katoduna isə müsbət potensil verildikdə, kollektor keçidi düzünə, emitter keçidləri isə əkmnə qoşulur. Bu halda dinistorun açılması üçün şərtlər ödənilmir və ondan çox çiçik əks cərəyan axır. 

Açılma gərginliyi müxtəlif dinistorlarda 20V-dan 2000 V-a qədər olan geniş diapazonda qiymətlər alır. Saxlama cərəyanı isə keçidlərin materialından və sahəsindən asılı olaraq  bir neçə mkA-dən bir neçə mA-ə qədər dəyişir.
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Şək.5.2.

İşin aparılma qaydası

Dinistorun tədqiqi üçün sxem şək.3-də təsvir edilmişdir.
Dinistorun (VD1) VAX-nın düz və əks budaqları tədqiq edilir. Bu zaman sxemin digər komponentləri əvvəlki kimi saxlanılır. 
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Şək.3.
Ölçmələrin nəticələri cədvəl 1- yə daxil edilir.
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Qurulmuş VAX- lar əsasında 
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 parametrlərinin qiymətlərini tapın.
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